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【はじめに】閾値電圧（Vth）の制御は High-k/Metalゲートスタック FETの大きな技術課題の一つ
である。我々は以前の報告で、W/Laシリケート/Si MOSデバイスに対して希釈酸素雰囲気熱処理
を行うことにより Vthが正側へシフトし、さらに移動度が改善することを確認した [1]。これらは
絶縁膜中の固定電荷が補償されたことによるものと考えられる。La2O3に希土類酸化物をキャップ

することにより、La2O3単層のものと比較して移動度、リーク電流等で良好な特性が得られること

が明らかとなっている[2]。そこで、今回我々は希土類酸化物キャップデバイスに対する希釈酸素
雰囲気熱処理の効果を検証したので報告する。 

【実験方法】化学洗浄と希フッ酸処理をした n-Si(100)基板上に超高真空中で電子線蒸着法により

La2O3を堆積し、その上に CeOxまたは Tm2O3を続けて堆積した。基板濃度は 3×1015cm-3である。

続けて、試料を大気暴露することなく RF スパッタ

法により膜厚 5nmの W電極を堆積した。電極形成

後、水素濃度 H2/(N2+H2)=3%のフォーミングガス雰

囲気中で 800oC、2秒間の熱処理(FGA)を行った。そ

の後、酸素濃度 O2/(N2+O2)=5%の希釈酸素雰囲気中

で熱処理を行い、最後に再びフォーミングガス雰囲

気中にて回復熱処理を行った。作製した n-MOS キ

ャパシタのC-V特性からEOT及びVFBを評価した。 

【実験結果】Fig.1に FGA 800oC、2秒間と、その後

に希釈酸素雰囲気熱処理 320oC 、30 分間及び FGA 

450oC 、30 分間を施した CeOx(1nm)、Tm2O3(1nm)

キャップ MOSキャパシタの C-V特性をそれぞれ示

す。La2O3 単層の場合と同様に、希釈酸素雰囲気熱

処理を行うことにより VFBが正側へシフトした。よ

り詳細な結果は当日報告する予定である。 
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Fig.1 C-V characteristics of CeOx(1nm)
/La2O3(2nm), Tm2O3(1nm)/La2O3(2nm) MOS 
capacitors annealed in dilute oxygen 
atmosphere. 


